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有機エレクトロニクスを理解するには，有機半導体のバルクや界面の詳細な電子構造の理解が

不可欠である。我々はこれまで，波長可変の低エネルギー紫外光源を用いた高感度紫外光電子分

光法（HS-UPS）を開発し，HOMO 準位に加え，ギャップ準位，トラップ準位を含む状態密度

（DOS）の決定[1,2]や負イオン状態の直接観測[3]などを報告してきた。この手法では，励起光

のエネルギーを振りながら多数の低エネルギーUPSスペクトルを測定するが，試料の状態密度を

定量的に評価するには，光電子放出強度の励起光エネルギー依存性の効果などを取り除く必要が

る。我々は前回の講演会で，いくつかの有機試料の測定結果について，一定の終状態への光電子

放出強度を励起光のエネルギーでプロットすることで，HOMO 準位を含む価電子上端部の状態密

度を概ね評価できることを報告した[4]。今回は，Au の蒸着膜をとりあげ，金属の場合の低エネ

ルギーUPS スペクトルの規格化の仕方，光電子収量分光との対応などを検討した。 

Fig.1 に金の蒸着膜の測定結果を示す。hn=4.0-7.7eV で測定した HS-UPS スペクトルを Fermi

準位基準で並べてある。二次電子のピーク近傍（Ek=0.2eV 付近）のデータ点を連結すると(太い

実線)，2−3eV 付近のｄバンド由来のピークが明瞭に現れている。しかし，0−2eVの領域に現れる

sp バンド由来の構造は顕著な励起光エネルギー依存性を示し，hnの減少にともない 5.5eV前後

で光電子強度が増加した後，減少している。このため，Ek=0.2eV の強度を連結した曲線は期待さ

れる Au の状態密度とは定量的には一致しない。 

このような不一致は試料薄膜の吸光度の違いに

関連しているものと考えられる。すなわち，図の

スペクトルは入射光量に対して規格化されている

が，状態密度を正しく見積もるには，終状態を固

定することに加えて，吸収された光量で規格化す

る必要があると考えている。また，このような光

電子強度の hn依存性は，光電子収量分光(PYS)にお

ける光電子収量の立ち上がり付近の依存性とも相

関している。講演では，PYS の解析結果と合わせ

て，スペクトル強度の詳細を議論したい。 
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Fig.1 hn-Dependent low energy photoemission 
spectra of evaporated Au film (hn=4.0-7.7 eV). 
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